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【緒言】核融合炉に おい て は トリチウムで 高度 に汚染された プラズマ 対向壁な どの 保守時の た め に、 トリ
チ ウム除染技術g 開発及び除染に 関するデー

タ ベ ー
ス を蓄積する こ とは重要で あ る 。 そ こ で 、真空容器内

部の トリチ ウム滞留量 の 大部分 を占めて い る と考え られ て い る プラズ マ 対 向機器 表面に生成 する炭素一水
素同位体の 共堆積層を模擬 した 試料を作製 し、紫外線 レ

ーザー
（193nm ）を用 いた トリチウム 除去性能の 評

価を行 っ た。
【実験内容】炭素一水素同位体共堆積層模擬試料は 、SUS316 基盤（7mm × 7  × 2  t）上 に、ガ ス 圧 e，5torr 、

印加電圧 12kV 、試料電流 2e　mA 、 放電時間 1  分の条件で、　C2D2ガス を放電堆積 させることで作製した 。
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翼料表面に、平均強度 86mJ の紫外線レ

ー
ザーを le　sec （5　Hz）照射 し、照射前後にお い て以下の 測定を

行 っ た。
・堆積膜厚　　　　　　　：触針式段差計を用い て測定 。

・D／C の試料深 さ方 向分布 ：二 次イオン質量分析装置（SIMS）を用 い て測定 した値を ERDA 及び RBS によ っ

　　　　　　　　　　　　　 て 求め た試料表面における D／C の絶対値を用 い て 規格 。

b黷と鶏隷醗謙 認嬲騒騰1騁 テ弩齲薦麌黝i諜 套襯 15糖 。 3 であ。 ．
とが わ か っ た。こ の 値と FTIR 測定にお い て 不飽和炭素の ピー

クが観測され て いる こ とか ら、炭素及び水
素の アモル フ ァ ス 構造にな っ て い る と考え られ る 。 また 、 堆積膜厚測定か ら、上記条件で の紫外線 レーザー照射 に古っ て e ．7 μ 旧 の堆積膜が除去 されたこ とがわか っ た。さらに照射 した試料表面で の D／C の 深さ
方向分布測定 によれ ば．除去された表面か らさらに 3  nm 程度深さま で は D／C が 小さくな っ て い る こ とが
わか っ た 。
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　表 面波プ ラ ズ マ を用 い たDLC 膜 の 低温形成 とそ の電 界電子放 出特性
Low 　Temperatnre　Deposition　ofDLC 　Film　by　Surface　Wave 　Plasma 　and 　lts　Field　Emission　Characteristics
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　近年、ダイ ヤ モ ン ド膜 やタ イヤ モ ン ドラ イ クカーボ ン （DLC ）膜の 高硬度特性や高熱

伝 導特性 を利 用 した 工 作 機 具の コ
ーテ ィ ン グ や ヒートシ ン ク 材 へ の 応 用、あ る い は 電

子親 和 力が 低 い 特 性 を活 か したField　Ernission　Display（FED ）用電子エ ミ ッ タ へ の 応用

な どが 注 目さ れ て い る 。結晶 性ダ イ ヤ モ ン ド膜 生成 で は 一
般に 600 ℃ 以上 の 基 板温 度

が 必要 であ るの に対 し、ア モ ル フ ァ ス カ
ー

ボ ン （a
−C ＞膜な どの DLC 膜で は室温あるい は

比 較的低 温下 で の 成膜 が 可能 で あ る ため、製作 面や コ ス ト面 な どの 点 で 多 くの 利点 が

あ る 。そ こ で 我 々 は、DLC 膜 の FED 用 電 子 源 へ の 応 用 を 目 的 と し て 、低 圧 下

（く 200mT 。 rr ）に お い て 高密度 プ ラ ズ マ 生 成 が 可 能 な 表 面 波 プ ラ ズ マ を水 素化 ア モ ル

フ ァ ス カ
ー

ボ ン（a −C ：H ）膜 の 低 温成 膜 に 適 用 し、そ の 電界電子 放出特性の 向上 を 目指 し

て い る 。

　実験 で は2．45GHz マ イ クロ 波励 起 表 面波 プ ラ ズマ 装置 （直径40cm 、高さ 40cm の 円

筒状真空容器 ）を用 い 、導波 管下 面 に 切 っ た ス ロ ッ トア ンテ ナ を介 してマ イ ク ロ 波を

真空容 器 内部 に 導入 して プ ラ ズ マ 生 成 を行 っ た。a −C ：H 膜 の 生 成 に は 、原 料 ガ ス と し

て He お よび CH 　4 ガ ス を用 い 、ガ ス 圧 お よ び ガス 流 量比 な ど を変化 させ成膜実験を行 っ

た。マ イ ク ロ 波 実 効 入 射 パ ワ
ー

を約 700W 、ガ ス 圧 を 約 200rn 　Torr （ガ ス 流 量

He ；280sccm、　 CH4 ：5．9sccm）と した 放 電条 件 下に お い て 生成 した a −C ：H 膜 の 成膜時

間 に対 する膜 厚 の 変化 の 様 子 を図 1に示 す。図 か らわ か る よ うに 膜 厚は 成膜時間 に ほ ぼ

比例 して 増加 して い る。また図2 は 、放電 時 間 を変 化 させて 膜厚 を140nm か ら最大 1．3
μ m まで 変 化 さ せて 作 製 し た 4種 類 の a−CH 膜の 電界電子放出特性 の 測定結果 を示 し

て い る 。こ の 図 か ら 膜厚 1．3μ rn ま で は 膜厚 の 増 加 と ともに 、　 a−C ：H 膜 の 電子 放 出 が よ

り低い 電 界で 生 じて い る こ とが わ か る 。な お、膜 厚 を さ らに増 加 さ せ た場 合 の 電界電

子 放 出特性の 膜 厚依 存性 、あ る い は CH4 ガ ス 混 合比 を 変 化 させ た ときの 電 界 放 出特 性

な どの 詳細に つ い て は 講演の 際に 報告す る 。
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　 　 図 1　 成膜 時 間に 対 す る膜 厚の 変化

O

30102

100010

ぞ01

ゆ

E
。

ζ

碁
髫
 

9
匚

 

ヒ

δ

5101520253035
　 　 EleCtric　Field｛V！μm ）

図 2　 u −C ：H 膜の 電界電子 放出特性
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